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【57】申請專利範圍
1.　一種光電晶體，包含：
一基底；

一收光區，設置於該基底中；

一射極作用區，設置於該收光區之一中心區域中，使該射極作用區之一輪廓邊緣與該收

光區之一輪廓邊緣二者間的一距離極大化；及

一射極電極，包含一焊墊部及一延伸部，該焊墊部設置於該收光區之該輪廓邊緣之上，

該延伸部自該焊墊部延伸至該射極作用區，以電性連接該射極作用區。

2.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該射極作用區之該輪廓邊緣與該收光區之該輪廓邊緣
二者間等距。

3.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該射極作用區之該輪廓邊緣係一圓形。
4.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該射極作用區之該輪廓邊緣係一四邊形。
5.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該延伸部具有相應該射極作用區之該輪廓邊緣之一外
型。

6.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該延伸部係一封閉中空環狀或一開口中空環狀二者其
中之一，以實質減少遮蔽該射極作用區下方之該收光區。

7.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該延伸部係一條狀，以實質減少遮蔽該射極作用區下
方之該收光區。

8.　如請求項 1所述之光電晶體，其中該射極電極更包含一外環部，自該焊墊部向外延伸以
環繞設置於該收光區之該邊緣之上。

9.　如請求項 1所述之光電晶體，更包含一基極電極，電性連接該收光區，且設置於該收光
區之上對應該焊墊部之一對角。

10.   如請求項 1所述之光電晶體，更包含一基極電極，電性連接該收光區，且設置於該收光
區之上對應該焊墊部之一平行側邊。
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11.   如請求項 1所述之光電晶體，其中該基底係一集極。
12.   如請求項 11所述之光電晶體，更包含一集極電極，設置於該基底相對於該收光區之另一

側面。

13.   如請求項 11所述之光電晶體，更包含一抗反射層，設置於該收光區及部分之該基底上。
圖式簡單說明

圖 1為習知光電晶體之俯視示意圖；圖 2為本發明一實施態樣中光電晶體之示意圖；圖 3
為本發明光電晶體數種實施態樣之俯視示意圖；圖 4為本發明光電晶體數種實施態樣之俯視
示意圖；圖 5為本發明光電晶體數種實施態樣之俯視示意圖；及圖 6為本發明光電晶體數種
實施態樣之俯視示意圖。
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